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요약

본 발명의 조성물은 혼화성, 투명성 및 경화성이 우수하며 경화된 코우팅물의 광택이 우수하고 냄새가 거의 없으며, 이
러한 우수한 특성을 가진 경화물은 조성물을 경화시켜 제조할 수 있다.

본 발명은 아래의 구조식 (1) 으로 나타내어지는 오늄염 (onium salt) 에 관한 것이다.
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위의 식에서 Ar 은 1 가 내지 4 가의 방향족 그룹이고, X 는 치환기를 가져도 좋은 비스페닐술포니오 그룹이며, a 는 
1 ~ 4 의 수이고, b 는 0 또는 1 ~ 3 의 수이며, a + b 는 1 ~ 4, n 은 1 ~ 4 의 수이고, 그리고 Z 는 아래의 일반식 
(3) 으로 나타내어지는 할로겐화물이다.

위의 식에서 M 은 붕소 원자, 인 원자, 비소 원자 또는 안티몬 원자이고, Q는 할로겐 원자, m은 3 ~ 6 의 수이고,     은 
0 또는 1 이며, m +     은 4 ~ 6 이다.

또한, 본 발명은 이 오늄염을 활성 성분으로 함유한 광중합 반응 개시제, 이 개시제를 함유한 에너지선 경화 조성물 및 
그 경화물에 관한 것이다.

명세서

[발명의 명칭]

신규의 오늄염, 광중합 반응 개시제, 이 개시제를 함유한 에너지선 경화 조성물 및 경화물

    

[발명의 상세한 설명]

본 발명은 특이한 구조를 가진 신규의 오늄염 (onium salt), 이 오늄염을 활성 성분으로 함유한 광중합 반응 개시제, 
이 개시제를 함유하며 에너지선의 조사(照射) 에 의해 경화되는 에너지선 (energy ray) 경화 조성물 및 그 경화물에 
관한 것이다.

광중합 조성물에 대해서는 잉크, 페인트, 코우팅, 액상 레지스트 (resist) 잉크 등의 분야에 있어서 에너지 절감, 공간 
절감 및 환경 오염 방지의 요망에서 철저하게 연구되어 왔으며 실용화를 시도하고 있다. 그러나, 이들 연구의 대다수는 
이중 결합의 라디칼 중합 반응에 기초를 둔 것이다. 에폭시 수지 등의 양이온 중합성 물질은 그 특성이 우수하나 광중합
이 곤난하다. 따라서, 이제까지는 아크릴 변성에 의해 도입된 이러한 이중결합을 가진 물질을 주로 사용하고 있었다.

에폭시 수지를 광에 노출시켜 경화하는 방법으로서는 미합중국 특허 제 3,794,576 호 공보에는 감광성 방향족 디아조
늄염을 광중합 반응 개시제로 사용하는 것을 제안하고 있다. 그러나, 방향족 디아조늄염은 광에 의하여 분해되어 질소 
가스를 발생하며, 에폭시 수지의 코우팅 두께가 15μ이상이면 코우팅막이 발포(發疱) 하기 때문에 개시제를 두꺼운 코
우팅에 사용하기에는 적합하지 않다. 더욱이, 에폭시 수지와의 혼합물은 광 존재하에서도 점차로 경화하므로 저장 안정
성에 있어서 문제가 있어 원팩형 조성물 (one-pack type composition)로서 사용할 수 없다.

    
디아조늄염 광중합 반응 개시제의 결점을 해결하고자 하는 시도로서 여러가지 연구가 수행된 결과, 방향족 술포늄염 또
는 방향족 요도늄염 등의 개시제와 이것을 함유하는 경화성 수지 조성물은 두꺼운 코우팅 두께를 개선하고 저장 안정성
을 향상시킨다는 것이 보고되어 있다 [JP-B-52-14278 및 JP-B-52 14277, 미합중국 특허 제 4, 161, 478 호 및 
미합중국 특허 제 4,273,688 호 참조]. 그러나, 이들 방향족 오늄염을 함유하는 조성물들은 디아조늄염을 함유하는 조
성물에 비하여 경화성이 불량하다. 더욱이, 방향족 술포늄염은 경화물에 악취가 있다는 문제점을 가지고 있다. 이들 문
제점을 해결하기 위하여 미합중국 특허 제 4,374,066 호에는 특정한 기 (group) 를 가진 방향족 술포늄염의 사용에 
대해 제안하고 있다. 그러나, 이러한 문제는 아직까지 충분히 해결되어 있지 않다. 더욱이, 광중합성 조성물의 이용 분
야가 확대됨에 따라 신규의 광중합 반응 개시제와 이것을 함유하는 조성물의 개발이 시장 수요를 충족시키기 위해서 중
요하게 되었다.
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본 발명자들은 철저한 연구를 한 결과 신규의 광중합 반응 개시제를 개발하였고, 저장 안정성과 혼화성 (compatibilit
y) (특히, 본 발명의 광중합 반응 개시제와 여러가지 비닐 에테르 사이의 혼화성) 및 경화성이 우수하며 악취가 없는 
경화물을 생성하는 에너지선 경화조성물을 제공하는데 성공하였다.

즉, 본 발명은 아래와 같은 오늄염, 이들 오늄염을 활성 성분으로 함유하는 광중합 반응 개시제, 에너지선 경화 조성물 
및 이 조성물의 경화 방법에 관한 것이다.

(1) 아래의 일반 구조식 (I)로 나타내어지는 오늄염 :

[위의 식에서 Ar은 1 가 내지 4 가의 방향족 그룹이고, X는 치환기를 가져도 좋은 비스페닐술포니오 그룹이며, a 는 1 
~4 의 수이고, b 는 0 또는 1 ~ 3 의 수이며, a + b 는 1 ~ 4, n 은 1 ~ 4 의 수이고, 그리고 Z 는 아래의 일반식 (3) 
으로 나타내어지는 할로겐화물이다 :

위의 식에서 M은 붕소 원자, 인 원자, 비소 원자 또는 안티몬 원자이고, Q는 할로겐 원자, m은 3 ~ 6의 수이고,     은 
0 또는 1 이며, m+    은 4~6이다].

(2) 위의 (1) 항에 있어서 아래와 같이 정의되는 오늄염 :

Ar은 아래의 방향족 그룹들이고,

[이들 방향족 그룹들은 (C1-C5 ) 알킬 그룹, (C 1-C5 ) 알킬옥시카르보닐 그룹, (C1-C5 ) 알킬카르보닐옥시 그룹, 벤
조일 그룹, 시아노 그룹, (C1-C5 ) 알킬디오 그룹 및 할로겐 원자 중에서 선택되는 최소한 하나의 치환기를 가져도 좋
음] ;

치환기를 가져도 좋은 비스페닐술포니오 그룹은 아래의 구조식 (2)로 나타내어지는 그룹이며,
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[위의 식에서 R1-R10 각각은 수소 원자, 할로겐 원자, 니트로 그룹, 알콕시 그룹, C 1-C25 알킬그룹, C6-C18 의 치환
기를 가져도 좋은 페닐 그룹, 페녹시 그룹, 페닐카르보닐 그룹, 알킬티오 그룹, 페닐티오 그룹, 벤질옥시 그룹, 최소한 
하나의 히드록실 그룹을 가진 C1-C25 지방족 그룹 또는 아래의 구조식으로 나타내어지는 그룹을 하나 가진 C3-C25
지방족 그룹이다.

(위의 식에서 R11 은 수소 원자 또는 알킬 그룹임)] ;

a는 1~4의 수; b는 0 또는 1~3의 수 ; a+b는 1~4 ; n은 1~4의 수 ; 및 z는 아래의 식(3)으로 나타내어지는 할로겐
화물이다 :

(위의 식에서 M은 붕소 원자, 인 원자, 비소 원자 또는 안티몬 원자이고, Q는 할로겐 원자이며, m은 3~6의 수,     은 
0 또는 1이고, 그리고 m+    은 4~6이다].

(3) 위의 (2)항에 있어서 Ar은        이고, R1-R10 은 각각 수소 원자, 할로겐 원자, 알콕시 그룹 또는 (C 1-C5 ) 알킬 
그룹이며, M은 인 원자 또는 안티몬 원자인 오늄염.

(4) 위의 (3) 항에 있어서 R 1-R5중의 최소한 하나가 할로겐 원자이고 R1-R5의 나머지는 수소 원자이며, R6-R10
중의 최소한 하나가 할로겐 원자이고 R6-R10 의 나머지는 수소 원자인 오늄염.

(5) 위의 (2) 항에 있어서 Ar은           이고, R3과 R8은 할로겐 원자이며, R1 , R2 , R4-R7 , R9및 R10 은 수소 원자
이고, a는 2, b는 0, n은 2, M은 인 원자 또는 안티몬 원자, m은 6, 그리고     은 0인 오늄염.

(6) 위의 (5) 항에 있어서 할로겐 원자가 플루오르 원자인 오늄염.
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(7) 아래의 구조식으로 나타내어지는 오늄염.

(8) 아래의 구조식으로 나타내어지는 오늄염.

(9) 위의 (1)~(8) 항의 오늄염을 활성 성분으로 함유하는 광중합 반응 개시제.

(10) 양이온 중합 물질과 위의 (1)~(8) 항의 오늄염을 함유하는 에너지선 경화 조성물.

(11) 양이온 중합물질이 에폭시 화합물, 비닐 에테르 화합물 또는 환식 에테르 화합물인 위의 (10) 항의 조성물.

(12) 위의 (11) 항에 있어서 에폭시 화합물이 지환식(脂環式) 에폭시 수지인 조성물.

(13) 위의 (11) 항에 있어서 비닐 에테르 화합물이 트리에틸렌 글리콜 디비닐 에테르, 테트라에틸렌 글리콜 디비닐 에
테르, 시클로헥산-1,4-디메틸롤디비닐 에테르, 1,4-부탄디올디비닐 에테르,
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또는 우레탄 폴리비닐 에테르인 조성물.

(14) 위의 (10) 항에 있어서 오늄염은 위의 (7) 항 또는 (8) 항의 오늄염인 조성물.

(15) 위의 (10) 항에 있어서 에너지선이 자외선인 조성물.

(16) 위의 (10) 항에 있어서 양이온 중합물질 100 중량부와 오늄염 0.01 ~ 20 중량부를 함유하는 조성물.

(17) 지환식 에폭시 수지 100 중량부와 위의 (7) 항 또는 (8) 항의 오늄염 0.1~10 중량부를 함유하는 자외선 경화 
조성물.

(18) 비닐 에테르 화합물 100 중량부와 위의 (7) 항 또는 (8) 항의 오늄염 0.1~10 중량부를 함유하는 자외선 경화 
조성물.

(19) 위의 (18) 항에 있어서 비닐 에테르 화합물이 트리에틸렌 글리콜 디비닐 에테르, 테트라에틸렌 글리콜 디비닐 에
테르, 시클로헥산-1,4-디메틸롤디비닐 에테르, 1,4-부탄디올디비닐 에테르,

또는 우레탄 폴리비닐 에테르인 조성물.

(20) 위의 (10)~(19)의 조성물의 경화물.

(21) 조성물에 자외선을 조사(照射)하는 위의 (10~(19) 항의 조성물의 경화 방법.

구조식 (1)에 있어서 Ar로 나타내어지는 1 가 내지 4 가의 방향족 그룹의 예로서는 다음의 것들을 들 수 있다.
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이들 중에서 바람직한 것들은 m-페닐렌 그룹              , m-나프틸렌 그룹                        등과 같은 m 위치(1,
3-위치)에 결합을 가진 2 가의 그룹이다. 1 가 내지 4 가의 방향족 그룹은 예컨대 (C 1-C4 ) 알킬그룹 (예 : 메틸, 에
틸, 프로필 및 부틸), (C 1-C4 ) 알킬카르보닐옥시 그룹, 할로겐 원자 (예 : 플루오르, 염소, 브롬 및 요오드), (C 1-C

4 ) 알콕시 그룹, 벤조일 그룹, 페닐 그룹, 페닐티오 그룹, (C 1-C4 ) 알킬티오 그룹 및 시아노 그룹중에서 최소한 하나
의 치환기를 가져도 좋다.

치환기 하나를 가져도 좋은 비스페닐술포니오 그룹 (X)의 예에 속하는 것으로는 위의 식 (2)로 나타내어지는 그룹을 
들 수 있다. 구조식 (2)에서 치환기 R 1-R10 의 할로겐 원자로는 F, Cl, Br 및 I가 있는데 F가 바람직하다. 알콕시 그
룹의 예로서는 메톡시 그룹, 에톡시 그룹, 프로폭시 그룹, 부톡시 그룹 및 펜톡시 그룹 등의 C 1-C25 알콕시 그룹을 들 
수 있는데 바람직한 것은 C1-C5알콕시 그룹이다. 알킬 그룹에 속하는 것들로서는 메틸 그룹, 에틸 그룹, 프로필 그룹 
및 펜틸 그룹 등의 C1-C25 알킬 그룹이 있는데 바람직한 것은 C1-C5알킬 그룹이다. 치환기 C6-C18 중의 하나를 가
져도 좋은 페닐 그룹의 치환기로서는 C6-C18 알킬 그룹이 있는데, 그 예로서는 노닐 그룹이 있고, 치환기의 위치는 파
라(para) 위치가 바람직하다. 알킬티오 그룹의 예로서는 메틸티오 그룹, 에틸티오 그룹, 프로필티오 그룹, 부틸티오 그
룹 및 펜틸티오 그룹 등의 C1-C5알킬티오 그룹이 있다. 최소한 하나의 히드록실 그룹을 가지는 C1-C25 지방족 그룹
의 예로서는 아래의 구조식으로 나타내어지는 그룹들이 있다.

(위의 식에서 Y는 0 또는 S 이고, R 은 메틸렌, 디메틸렌, 트리메틸렌 또는 테트라메틸렌 등의 C 1-C25 폴리메틸렌 또
는 C3-C10 시클로알킬렌이며, R은 메틸 또는 에틸 등의 C1-C5알킬 그룹을 가져도 좋고, h는 1~3이다.)

그 구체적인 예를 들자면 다음과 같다.

-O-CH2CH2CH2CH2-OH

아래의 구조식 (a)으로 나타내어지는 그룹을 가진 C3-C25 지방족 그룹의 예로서는

구조식 (b) 및 (c)로 나타내어지는 그룹을 들 수 있다.
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(위의 식에서 R12 는 수소 원자 또는 알킬 그룹이고, i는 2~12, 바람직하게는 2~5이며, R 11 은 앞서 정의한 바와 같음)

(위의 식에서 j는 1~10의 정수이고, k는 1 또는 2이며, R 11 은 앞서 정의한 바와 같음)

구조식 (b)의 그룹의 예로서는

등이 있고 구조식 (c) 의 그룹의 예로서는

가 있다.

R11 의 예에 속하는 것으로는 메틸 그룹, 에틸 그룹, 프로필 그룹, 부틸 그룹 및 펜틸 그룹 등의 C 1-C5알킬 그룹이 있
다.

이들 그룹중에서 바람직한 것들은 ① 할로겐 원자, ② 알킬 그룹, ③ 알콕시 그룹, ④ 최소한 하나의 히드록실 그룹을 가
진 C1-C25 지방족 그룹, 및 ⑤ 아래의 구조식으로 나타내어지는 그룹을 가진 C 3-C25 지방족 그룹이다.

위의 구조식 (2) 에서 치환기 R1-R10 의 조합에 속하는 것들로서는 (a) R1-R10 모두가 수소 원자인 것, (b) R 1-R

10 중에서 9 ~ 6 개가 수소 원자이고 1 ~ 4 개가 수소 원자 이외의 그룹인 것, (c) R 1-R5중의 3 ~ 4 개가 수소 원자
이고 1 ~ 2 개가 수소 원자 이외의 그룹이며, R 6-R10 중의 3 ~ 5개가 수소 원자이고, 0 ~ 2 개가 수소 원자 이외의 
그룹인 것 등이 있는데, 위의 조합 (c)가 조합 (b) 에 있어서 바람직한 것이다. 더욱 구체적으로는 조합 (c) 에 속하는 
것으로는 (d) R1 , R2및 R3중의 하나, 바람직하게는 R1또는 R3가 수소 원자 이외의 그룹이고 나머지가 수소 원자인 
것과, (e) R 1 , R2및 R3중의 하나 또는 두개와 R6 , R7및 R8중의 하나 또는 두개가 위의 ① ~ ③ 의 그룹이고 나머지
가 수소 원자인 것이다. (e) 에 있어서 보다 바람직한 예는 R 3과 R8이 위의 ① ~ ③ 의 그룹, 바람직하게는 할로겐 원
자이고 나머지가 수소 원자인 것들이다.

위의 구조식 (1) 에서 a 는 1 ~ 2 가 바람직하고, b 는 0 이 바람직하며, n 은 1 ~ 2 가 바람직하다.

구조식 (1) 에 사용된 구조식 (3) 에서 M 으로서 바람직한 것은 인 원자 또는 안티몬 원자이고, 할로겐 원자로서 바람
직한 것은 플루오르 원자이다. m 은 5 ~ 6 이 바람직하고,     은 0 이 바람직하며, 바람직한 예로서는 PF 6와 SbF6이
다.
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구조식 (1) 으로 나타내어지는 본 발명의 오늄염의 예로서는 다음과 같은 술포늄염 화합물들이 있다.

 - 9 -



등록특허 10-0301239

 

 - 10 -



등록특허 10-0301239

 

본 발명의 오늄염은 다음에 나오는 합성 방법 (1) 또는 (2) 에 의해 합성할 수 있다.

합성 방법 (1) :

오늄염은 출발물질로서 아래의 구조식 (5) 의 디페닐 술피드 화합물과 아래의 구조식 (4) 의 치환 또는 비치환의 디페
닐 술폭시드 화합물을 사용하여 공지의 술포늄염 제조 방법에 따라 제조한다.

(위의 식에서 Ar 과 C 는 앞서 정의한 바와 같음)

(위의 식에서 R1-R10 은 앞서 정의한 바와 같음)

합성 방법 (2) :

오늄염은 상응한 치환 또는 비치환의 술포늄염을 미리 제조한 다음 치환기를 변환시키거나 도입함으로써 제조한다.

합성 방법 (1) 에 대하여 이하 구체적으로 설명한다.
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구조식 (5) 로 나타내어지는 디페닐 술피드 화합물을 구조식 (4) 로 나타내어지는 치환 또는 비치환의 디페닐 술폭시
드 화합물과 공지의 방법에 따라, 예컨대 탈수제(예 : 오산화인, 진한 황산, 무수 아세트산 등) 존재하에 실온 내지 15
0℃ 에서 축합 반응시킨 다음, 반응 혼합물을 아래의 구조식 (3′) 으로 나타내어지는 화합물의 수용액에 방울씩 첨가
한다.

(위의 식에서 B 는 알칼리 금속이고, M, Q, m 및     은 앞서 정의한 바와 같음)

위의 반응에서 구조식 (5) 의 디페닐 술피드 화합물의 말단 술피드 그룹 1 당량에 대하여 구조식 (4) 의 치환 또는 비
치환의 디페닐 술폭시드 화합물을 바람직하게는 0.25 ~ 1.2 몰, 보다 바람직하게는 1.0 ~ 1.1 몰의 양으로 하여 축합 
반응시킨다.

구조식 (5) 의 화합물의 예는 아래에 나온 바와 같다.
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구조식 (4) 로 나타내어지는 화합물의 예로서는 디페닐 술폭시드, 4,4´-디플루오로디페닐 술폭시드, 2,2´-디플루
오로디페닐 술폭시드, 3,3´-디플루오로디페닐 술폭시드, 4,2´-디플루오로디페닐 술폭시드, 4,4´-디브로모디페닐 
술폭시드, 4,4´-디클로로디페닐 술폭시드, 2,2´-디클로로디페닐 술폭시드, 2,2´,4,4´-테트라클로로디페닐 술폭
시드, 4,4´-디메틸디페닐 술폭시드, 4,4´-디에틸디페닐 술폭시드, 4,4´-디메톡시디페닐 술폭시드, 4-메틸티오디
페닐 술폭시드, 4-페닐티오디페닐 술폭시드, 4-페닐카르보닐디페닐 술폭시드, 4-벤질옥시디페닐 술폭시드, 2-니트
로디페닐 술폭시드, 4-페닐디페닐 술폭시드, 4-(p-노닐페닐)디페닐 술폭시드 및 4-페닐옥시디페닐 술폭시드 등이 
있다.
    

위의 구조식 (3´) 에 있어서 B 는 Na 또는 K 등의 알칼리 금속이다.

구조식 (3´) 의 화합물의 예로서는 NaSbF 6 , NaPF 6 , NaAsF 6 , NaBF 4 , NaSbF 5OH, KSbF 6 , KPF6 , KAsF 6및 KS
bF5OH 등이 있다.

구조식 (5) 의 화합물은 방향족 카르복시산 화합물과 디페닐 술피드를 반응시켜 제조할 수 있다. 반응 용매로서는 메탄
술폰상 등의 알킬술폰산에 무수 인산을 용해하여 제조한 용액이 바람직하다. 반응 온도는 실온 내지 130℃ 가 바람직하
고, 반응 시간은 0.5 ~ 15 시간이 바람직하다. 방향족 카르복시산 화합물과 디페닐 술피드의 비율은 방향족 카르복시
산 화합물의 카르복시산 1 당량에 대해 디페닐 술피드 약 1 몰이 바람직하다.

    
방향족 카르복시산 화합물의 예는 아래에 나오는 모노카르복시산 또는 폴리카르복시산을 들 수 있다. 즉, 방향족 모노
카르복시산으로서는 벤조산, o-메틸 벤조산, m-메틸벤조산, p-메틸벤조산, 3,5-디메틸벤조산, p-에틸벤조산, p-
부틸벤조산, o-메틸카르보닐옥시벤조산, p-메틸옥시카르보닐벤조산, o-클로로벤조산, m-클로로벤조산, p-클로로
벤조산, 2,4-디클로로벤조산, o-플루오로 벤조산, m-플루오로벤조산, 2,4-디플루오로벤조산, p-메톡시벤조산, o-
벤조일벤조산, p-페닐벤조산, 나프탈렌-2-카르복시산, p-페닐티오벤조산, o-시아노벤조산, p-시아노벤조산, p-메
틸티오벤조산 등이 있고, 방향족 폴리카르복시산으로서는 이소프탈산, 테레프탈산, 벤젠-1,2,4-트리카르복시산, 나프
탈렌-1,4,5,8-테트라카르복시산, 나프탈렌-2,6-디카르복시산, 나프탈렌-2,3-디카르복시산,
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등이 있다.

이어서, 합성 방법 (2) 에 대하여 이하 구체적으로 설명한다.

합성 방법 (2) 는 구조식 (2) 에 있어서 R 1-R10 중의 최소한 하나가 알콕시 그룹, 최소한 하나의 히드록실 그룹을 가
진 C1-C25 지방족 그룹 또는 아래의 구조식으로 나타내어지는 그룹을 가진 C3-C25 지방족 그룹인 구조식 (1) 의 화
합물의 제조에 적합하다.

이 방법은 위의 합성 방법 (1) 에서 합성한 술포늄염, 예컨대 아래의 구조식 (6) 의 화합물인 할로겐화물 화합물과 알
코올을 공지의 방법, 예컨대 염기성 화합물(예 : 수산화 나트륨 또는 수산화 칼륨) 존재하에 실온 내지 150℃ 에서 반
응시켜 실시할 수 있다.

 - 14 -



등록특허 10-0301239

 
(위의 식에서 A 는 할로겐 원자이고, Ar, a, b, n 및 Z 는 앞서 정의한 바와 같다)

알코올의 예로서는 메탄올, 에탄올, 카르비톨, 에틸렌 글리콜, 폴리에틸렌 글리콜, 프로필렌 글리콜, 글리세린, 트리메
틸롤프로판, 1,4-부탄디올, 시클로 헥산디올 및 모노히드록시에틸티올 등이 있다.

합성 방법 (2) 에 의하여 위에 나온 할로겐화물의 할라이드 부분이 아래와 같은 치환기로 전환된 오늄염을 제조할 수 
있다.

본 발명은 치환기가 히드록실 그룹을 가진 치환기로 전환된 합성 방법 (2) 에서 얻은 화합물의 히드록실 그룹과 락톤 
(예 : ε-카프로락톤) 또는 산 (예 : 아세트산, 아세트산 무수물) 을 공지의 방법으로 반응시켜 제조한 오늄염도 포함
하고 있다.

이어서, 본 발명의 에너지선 경화 조성물에 대하여 설명한다.

이 조성물에 사용된 양이온 중합물질의 예로서는 에폭시 화합물, 스티렌과 비닐 에테르 및 환식 에테르 화합물, 바람직
하게는 스피로-오르토에스테르, 비시클로-오르토에스테르 및 스피로-오르토카르보네이트 등의 스피로 환식 에테르 
화합물 등의 양이온 중합성 비닐 에테르 화합물이 있다.

에폭시 화합물의 예로서는 종래부터 공지되어 있는 방향족 에폭시 수지, 지환식 에폭시 수지, 지방족 에폭시 수지 및 더
욱이는 에폭시드 단량체와 에피술피드 단량체가 있다.

    
방향족 에폭시 수지의 예로서는 최소한 하나의 방향족핵을 가진 다가 페놀(polyhydric phenol) 또는 그 산화 알킬렌 
첨가 생성물의 폴리글리시딜 에테르, 예를 들자면 비스페놀 A, 비스페놀 F 및 비스페놀 S 등의 비스페놀 화합물 또는 
이들 비스페놀 화합물의 산화 알킬렌 (예 : 산화 에틸렌, 산화 프로필렌 또는 산화 부틸렌) 첨가 생성물과 에피클로로히
드린과의 반응에 의해 제조된 글리시딜 에테르류, 노볼락형 에폭시 수지(예 : 페놀-노볼락형 에폭시 수지, 크레솔-노
볼락형 에폭시 수지 및 브롬화 페놀-노볼락형 에폭시 수지) 및 트리스페놀메탄 트리글리시딜 에테르 등이 있다.
    

지환식 에폭시 수지의 예로서는 3,4-에폭시시클로헥실메틸-3,4-에폭시시클로헥산 카르복실레이트, 비스-(3,4-에
폭시시클로헥실메틸)아디패이트, 2-(3,4-에폭시시클로헥실-5,5-스피로-3,4-에폭시)시클로헥산온-m-디옥산, 
비스(2,3-에폭시시클로펜틸)에테르 및 EHPE-3150 (Daicel 사제의 연화점 71℃ 의 지환식 에폭시 수지) 등이 있다.

    
지방족 에폭시 수지의 예로서는 지방족 다가 알코올 (polyhydric alcohol) 또는 그 산화 알킬렌 첨가 생성물의 폴리글
리시딜 에테르가 있다. 그 대표적인 예는 1,4-부탄디올의 디글리시딜 에테르, 1,6-헥산디올의 디글리시딜에테르, 글
리세린의 트리글리시딜 에테르, 트리메틸롤프로판의 트리글리시딜 에테르, 폴리에틸렌 글리콜의 디글리시딜 에테르, 프
로필렌 글리콜의 디글리시딜 에테르 및 에틸렌 글리콜, 프로필렌 글리콜 및 글리세린 등의 지방족 다가 알코올에 최소
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한 한가지의 산화 알킬렌 (예 : 산화 에틸렌 및 산화 프로필렌) 을 첨가하여 제조한 폴리에테르 폴리올의 폴리글리시딜 
에테르 등이 있다.
    

에폭시드 단량체의 예로서는 지방족 고급 알코올의 모노글리시딜 에테르와, 페놀, 크레솔 또는 산화 알킬렌을 첨가하여 
제조된 폴리에테르 알코올 또는 부틸페놀의 모노글리시딜 에테르가 있다.

양이온 중합성 비닐 에테르 화합물의 예로서는 트리에틸렌 글리콜 디비닐 에테르, 테트라에틸렌 글리콜 디비닐 에테르, 
시클로헥산-1,4-디메틸롤비닐 에테르, 1,4-부탄디올디비닐 에테르,                                                        ,                                                                  
및 우레탄 폴리비닐 에테르 (예 : Allied-Signal 사제의 VECtomer 2010) 등이 있다.

이들 양이온 중합물질을 단독으로 사용하거나 두가지 이상의 혼합물로 해서 사용한다.

본 발명의 경화 조성물은 100 중량부의 양이온 중합물질과 활성 성분으로서의 구조식 (1) 의 오늄염을 함유하는 광중
합 반응 개시제 0.01 ~ 20 중량부, 보다 바람직하게는 0.1 ~ 10 중량부를 필수 성분들로서 함유한다. 이들 성분의 특
성 비율은 양이온 중합물질의 성질, 에너지선의 종류, 에너지선의 조사량 및 코우팅물의 소요의 경화 시간과 온도, 습도 
및 두께에 따라 결정된다. 양이온 중합물질중에 광중합 반응 개시제를 용해하기 쉽도록 하기 위하여 광중합 반응 개시
제를 용매 (예 : 프로필렌 카보네이트, 카르비톨, 카르비톨 아세테이트 또는     -부티로락톤) 중에 미리 용해하여도 좋
다.

본 발명의 경화 조성물은 양이온 중합물질과 광중합 반응 개시제를 혼합, 용해, 혼련 (kneading) 등의 방법으로 제조할 
수 있다.

    
본 발명의 경화 조성물은 자외선 등의 에너지선으로 0.1 초 내지 수분 동안 조사하여 용매중에서 불용성인 상태 또는 
고화촉감 상태로 경화시킬 수 있다. 적절한 에너지선으로는 광중합 반응 개시제를 분해시킬 수 있는 에너지를 가진 것
이면 어느것이나 사용할 수 있다. 바람직하게 사용될 수 있는 것으로는 고압 또는 저압 수은등, 크세논 램프, 살균등, 레
이저등으로부터 얻는 파장 2000 ~ 7000 옹스트롬의 전자파(電磁波 : electromagnetic wave) 에너지 또는 전자선, 
X 선, 방사선 등의 고에너지선인데, 자외선이 바람직하다. 에너지선에 대한 노출은 에너지선의 강도에 따라 달라지나 
통상 약 0.1 ~ 10 초 정도이면 충분하다. 그러나, 비교적 두께가 두꺼운 막의 경우에는 노출 시간을 길게 하는 것이 바
람직하다. 에너지선으로 조사한 후 0.1 초 ~ 수분내에 대부분의 조성물은 양이온 중합 반응으로 인하여 고화촉감 상태
로 까지 건조되지만, 어떤 경우에 있어서는 가열을 하여 양이온 중합 반응을 촉진시키는 것이 바람직하다.
    

    
본 발명의 조성물은 양이온 중합 반응을 저해하지 않는한 희석용 용매를 함유하여도 좋으며, 개질을 위해서는 비반응성 
수지와 (메타)아크릴레이트 에스테르 화합물 [예컨대, 비스페놀 A 형 에폭시, 노볼락형 에폭시 수지 등의 에폭시 수지
와 (메타)아크릴산과의 반응 생성물인 에폭시(메타)아크릴레이트, 우레탄(메타)아크릴레이트 및 폴리에스테르 폴리(
메타)아크릴레이트 등의 올리고머 및 2-히드록시(메타)아크릴레이트, 1,6-헥산디올 디(메타)아크릴레이트, 1,9-노
난디올 디(메타) 아크릴레이트, 트리메틸롤프로판 트리(메타)아크릴레이트, 펜타에리트리톨 트리(메타)아크릴레이트 
등의 단량체] 을 함유하여도 좋다. (메타)아크릴레이트 화합물을 사용할 경우 1-히드록시시클로헥실페닐 케톤, 아세
토페논 디메틸케탈 또는 벤조일메틸 에테르 등의 광라디칼 (photo-radical) 중합 반응 개시제와 더불어 사용하는 것
이 바람직하다. 더욱이, 유기 카르복시산 또는 산 무수물을 사용하여 전기적인 특성을 개선하여도 좋고, 또는 폴리올과 
기타 가요성 프리폴리머(flexible prepolymer) 를 첨가하여 고무 탄성을 부여하여도 좋다.
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본 발명의 조성물을 주로 기재(基材) 의 표면에 예컨대 1 ~ 200 ㎛, 바람직하게는 3 ~ 50 ㎛ 의 두께로 코우팅하며, 
일반적으로 투명한 액상으로 하여 사용한다. 어떤 용도의 경우에서는 본 발명의 조성물에 비활성 안료, 염료, 충전제, 
대전 방지제, 난연제, 소포제, 유동성 조절제, 증감제(增感劑), 촉진제, 광안정제 등을 첨가하여도 좋다. 본 발명의 조
성물을 금속, 목재, 고무, 플라스틱, 유리, 세라믹스 등에 적용할 수 있다. 본 발명의 특이한 용도에 속하는 것으로는 페
인트, 코우팅제, 잉크, 레지스트, 액상 레지스트, 접착제, 성형 재료, 캐스팅 (casting) 재료, 퍼티 (putty), 유리 섬유 
함침제, 밀봉제 등이 있다.
    

본 발명을 아래의 실시예에 따라 설명한다. 각 실시예와 합성예에서 부(部)는 모두가 중량부이다.

구조식 (5) 의 디메닐 술피드 화합물의 합성예

합성예 1 [구조식 (i) 의 화합물의 합성]

    
오산화인 16.2 부를 메탄술폰산 161.7 부에 완전히 용해한 다음, 이 용액에 디페닐 술피드 18.6 부와 벤조산 12.2 부
를 가하고 80℃에서 1 시간 동안 반응시켰다. 반응 완료를 액체 크로마토그래피로 확인하였다. 이 반응 혼합물을 수산
화 칼륨 수용액 (수산화칼륨 200 부를 물 800 부에 용해하여 제조한 것) 1000 부에 방울씩 첨가하고, 생성된 침전물
을 여과하여 수거해서 건조한 다음 에탄올 400 부중에 가열 (60℃) 하면서 용해한 후 5℃ 로 냉각하였다. 침전물을 여
과하여 수거해서 건조함으로써 백색 고체의 목적 화합물 (i) 20.3 부를 얻었다. 이 생성물의 융점은 69 ~ 70℃ 이었다.
    

합성예 2 [구조식 (ii) 의 화합물의 합성]

오산화인 18.3 부를 메탄술폰산 180.3 부에 완전히 용해한 다음, 이 용액에 디페닐 술피드 18.6 부와 p-메틸벤조산 
13.6 부를 가하고 80℃ 에서 1 시간동안 반응시켰다. 반응 완료를 액체 크로마토그래피로 확인하였다. 이 반응 혼합물
을 합성예 1 에서와 동일한 방법으로 처리하여 백색 고체의 목적 화합물 (ii) 20.2 부를 얻었다. 이 생성물의 융점은 1
17 ~ 118℃ 이었다.

합성예 3 [구조식 (iii) 의 화합물의 합성]

오산화인 20.8 부를 메탄술폰산 208.2 부에 완전히 용해한 다음, 이 용액에 디페닐 술피드 18.6 부와 p-클로로벤조산 
15.7 부를 가하고 80℃ 에서 1 시간 동안 반응시켰다. 반응 완료를 액체 크로마토그래피로 확인하였다. 이 반응 혼합물
을 합성예 1 에서와 동일한 방법으로 처리하여 백색 고체의 목적 화합물 (iii) 21.6 부를 얻었다. 이 생성물의 융점은 
134 ~ 135℃ 이었다.

합성예 4 [구조식 (iv)의 화합물의 합성]

오산화인 23.9 부를 메탄술폰산 238.6 부에 완전히 용해한 다음, 이 용액에 디페닐 술피드 18.6 부와 p-메틸옥시카르
보닐벤조산 18.0 부를 가하고 80℃에서 1 시간 동안 반응시켰다. 반응 완료를 액체 크로마토그래피로 확인하였다. 이 
반응 혼합물을 합성예 1 에서와 동일한 방법으로 처리하여 백색 고체의 목적 화합물 (iv) 21.6 부를 얻었다. 이 생성물
의 융점은 145 ~ 148℃ 이었다.

합성예 5 [구조식 (V) 의 화합물의 합성]

오산화인 22.0 부를 메탄술폰산 220.1 부에 완전히 용해한 다음, 이 용액에 디페닐 술피드 37.2 부와 이소프탈산 16. 
6 부를 가하고 80℃ 에서 6시간 동안 반응시켰다. 반응 완료를 액체 크로마토그래피로 확인하였다. 이 반응 혼합물을 
합성예 1 에서와 동일한 방법으로 처리하여 백색 고체의 목적 화합물 (V) 35.2 부를 얻었다. 이 생성물의 융점은 147 
~ 152℃ 이었다.
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합성예 6 [구조식(vi) 의 화합물의 합성]

오산화인 28.6 부를 메탄술폰산 286.4 부에 완전히 용해한 다음, 이 용액에 디페닐 술피드 37.2 부와 나프탈렌-2,6-
디카르복시산 21.6 부를 가하고 80℃에서 6 시간 동안 반응시켰다. 반응 완료를 액체 크로마토그래피로 확인하였다. 
이 반응 혼합물을 합성예 1 에서와 동일한 방법으로 처리하여 백색 고체의 목적 화합물 (vi) 37.0 부를 얻었다. 이 생
성물의 융점은 195 ~ 200℃ 이었다.

구조식 (1) 의 오늄염 합성 :

[실시예 1] 화합물 (a) 의 합성

합성예 1 에서 제조한 화합물 (4-벤조일-디페닐 술피드) 29.0 부, 4,4´-디플루오로디페닐 술폭시드 23.9부, 오산
화인 39.8 부 및 용매인 메탄술폰산 398 부를 가하고 80℃ 로 가열하여 교반하면서 3 시간 반응시켰다. 교반하면서 이 
반응 혼합물을 NaPF6수용액 (물 263.2 부에 NaPF 6 16.8 부를 용해하여 제조한 것) 280.0 부에 5℃ 에서 방울씩 서
서히 첨가하였다. 백색 고체의 침전물을 여과하고 건조하여 이소프로판올 650 부에 가열 (70℃) 하면서 용해한 다음 
0℃로 냉각하고 여과한 후 건조하여 백색 고체의 본 목적 화합물 (a) 46.0 부를 얻었다. 이 생성물의 융점은 131 ~ 1
39℃ 이었다. 원소 분석의 결과는 계산치와 거의 동일하였다.

[실시예 2] 화합물 (b) 의 합성

합성예 2 에서 제조한 화합물 [4-(p-메틸벤조일-디페닐 술피드] 30.4 부, 디페닐 술폭시드 20.2 부 및 진한 황산 1
79.8 부를 가하고 실온에서 24 시간 반응시켰다. 교반하면서 이 반응 혼합물을 NaSbF 6수용액 (물 405.3 부에 NaSb
F6 25.8 부를 용해하여 제조한 것) 431.1 부에 5℃에서 방울씩 서서히 첨가하였다. 백색 고체의 침전물을 여과하고 건
조하여 이소프로판올 650 부에 가열 (70℃) 하면서 용해한 다음, 이 용액을 0℃로 냉각하고 여과한 후 건조하여 백색 
고체의 본 목적 화합물 (b) 50.8 부를 얻었다. 이 생성물의 융점은 110 ~ 118℃ 이었다. 원소 분석의 결과는 계산치와 
거의 동일하였다.

[실시예 3] 화합물 (c)의 합성
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합성예 3 에서 제조한 화합물 [4-(p-클로로벤조일)-디페닐 술피드] 32.5 부, 4,4´-디브로모 디페닐 술폭시드 36 
부 및 진한 황산 240.6 부를 가하고 실온에서 24 시간 반응시켰다. 교반하면서 이 반응 혼합물을 NaSbF 6수용액(물 4
05.3 부에 NaSbF 6 25.8 부를 용해하여 제조한 것) 431.1 부에 5℃ 에서 방울씩 서서히 첨가하였다. 백색 고체의 침전
물을 여과하고 건조하여 이소프로판올 650 부에 가열 (70℃) 하면서 용해한 다음, 이 용액을 0℃ 로 냉각하고 여과한 
후 잔류물을 건조하여 백색 고체의 본 목적 화합물 (c) 63.3 부를 얻었다. 이 생성물의 융점은 125 ~ 129℃ 이었다. 
원소 분석의 결과는 계산치와 거의 동일하였다.

[실시예 4] 화합물 (d) 의 합성

합성예 4 에서 제조한 화합물 34.8 부, 디페닐 술폭시드 20.2 부 및 진한 황산 173.1 부를 가하고 실온에서 24 시간 
반응시켰다. 교반하면서 이 반응 혼합물을 NaSbF 6수용액 (물 405.3 부에 NaSbF 6 26.8 부를 용해하여 제조한 것) 4
31.1 부에 0℃ 에서 방울씩 서서히 첨가하였다. 백색 고체의 침전물을 여과하고 건조하여 이소프로판올 650 부에 가열 
(70℃) 하면서 용해한 다음, 이 용액을 0℃ 로 냉각하고 여과한 후 잔류물을 건조하여 백색 왁스상의 본 목적 화합물 
(d) 53.9 부를 얻었다. 이 생성물의 원소 분석의 결과는 계산치와 거의 동일하였다.

[실시예 5] 화합물 (e) 의 합성

합성예 5 에서 제조한 화합물 50.3 부, 디페닐 술폭시드 40.4 부 및 진한 황상 208.1 부를 가하고 실온에서 24 시간 
반응시켰다. 교반하면서 이 반응 혼합물을 NaSbF 6수용액 (물 810.6 부에 NaSbF 6 51.7 부를 용해하여 제조한 것) 8
62.3 부에 실온에서 방울씩 서서히 첨가하였다. 백색 고체의 침전물을 여과하고 건조하여 이소프로판올 650 부에 가열
(70℃) 하면서 용해한 다음, 이 용액을 0℃ 로 냉각하고 여과한 후 잔류물을 건조하여 백색 고체의 본 목적 화합물 (e) 
94.1 부를 얻었다. 이 생성물의 융점은 152 ~ 162℃ 이었다. 원소 분석의 결과는 계산치와 거의 동일하였다.
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[실시예 6] 화합물 (f) 의 합성

합성예 6 에서 제조한 화합물 55.3 부, 4,4´-디메틸디페닐 술폭시드 46.1 부 및 진한 황산 233.4 부를 가하고 실온
에서 24 시간 반응시켰다. 교반하면서 이 반응 혼합물을 NaSbF 6수용액 (물 810.6 부에 NaSbF 6 51.7 부를 용해하여 
제조한 것) 862.3 부에 실온에서 방울씩 서서히 처가하였다. 백색 고체의 침전물을 여과하고 건조하여 이소프로판을 
650 부에 가열 (70℃) 하면서 용해한 다음, 이 용액을 0℃ 로 냉각하고 여과한 후 잔류물을 건조하여 백색 고체의 본 
목적 화합물 (f) 96.5 부를 얻었다. 이 생성물의 융점은 201 ~ 205℃이었다. 원소 분석의 결과는 계산치와 거의 동일
하였다.

[실시예 7] 화합물 (g) 의 합성

합성예 5 에서 제조한 화합물 50.3 부, 4,4´-디플루오로디페닐 술폭시드 47.6 부 및 진한 황산 225.4 부를 가하고 
실온에서 24 시간 반응시켰다.

교반하면서 이 반응 혼합물을 NaSbF6수용액 (물 810.6 부에 NaSbF 6 51.7 부를 용해하여 제조한 것) 862.3 부에 실
온에서 방울씩 서서히 첨가하였다. 백색 고체의 침전물을 여과하고 건조하여 이소프로판올 650 부에 가열 (70℃) 하면
서 용해한 다음, 이 용액을 0℃ 로 냉각하고 여과한 후 잔류물을 건조하여 백색 고체의 본 목적 화합물 (g) 94.1 부를 
얻었다. 이 생성물의 융점은 163 ~ 172℃ 이었다. 원소 분석의 결과는 계산치와 거의 동일하였다.

[실시예 8] 화합물 (h) 의 합성

실시예 1 에서 제조한 화합물 32.8 부, 수산화 나트륨 4.0 부 및 1,4- 부탄디올 100 부를 가하고 실온에서 24 시간 
반응시켰다. 이어서, 이 반응 혼합물을 물속에 부어 넣고 생성한 기름 상태의 물질을 분리하고 건조하여 담황색 액체의 
본 목적 화합물 (h) 41.8 부를 얻었다. 이 생성물의 원소 분석의 결과는 계산치와 거의 동일하였다.
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[실시예 9] 화합물 (j) 의 합성

실시예 7 에서 제조한 화합물 70.8 부, 수산화 나트륨 4.0 부 및 에틸렌 글리콜 200 부를 가하고 실온에서 24 시간 동
안 반응시킨 다음, 이 반응 혼합물을 물 속에 부어 넣고 석출한 백색 고체 침전물을 여과한 후 건조하여 실온에서 고체
인 생성물을 얻었다. 이어서, 이 생성물 78.2 부, ε-카프로락톤 48.5 부 및 염화 제 1 주석 0.04 부를 가하고 120℃ 
에서 15 시간 동안 반응시켰다.

반응 혼합물증의 ε-카프로락톤의 함유량이 1 % 이하인 것이 확인되었을 때 반응을 종료하여 액상의 생성물 [화합물 
(j)] 126.7 부를 얻었다. 원소 분석의 결과는 계산치와 거의 동일하였다.

[실시예 10] 화합물 (k) 의 합성

합성예 5 에서 제조한 화합물 50.3 부, 4,4´-디플루오로디페닐 술폭시드 47.6 부 및 진한 황산 225.4 부를 가하고 
실온에서 24 시간 반응시켰다. 교반하면서 이 반응 혼합물을 NaPF 6수용액 (물 5.62 부에 NaPF 6 33.6 부를 용해하여 
제조한 것) 559.8 부에 실온에서 방울씩 서서히 첨가하였다. 백색 고체의 침전물을 여과하고 건조하여 이소프로판올 
650 부에 가열 (70℃) 하면서 용해한 다음, 이 용액을 0℃ 로 냉각하고 여과한 후 잔류물을 건조하여 백색 고체의 본 
목적 화합물 (k) 104.9 부를 얻었다. 이 생성물의 융점은 154 ~ 163℃이었다. 원소 분석의 결과는 계산치와 거의 동
일하였다.

[실시예 11 ~ 30 및 비교예 1 ~ 6]

(각 조성물에 대한 실험)

표 1 과 표 2 에 나와 있는 각 성분을 혼합, 용해하여 에너지선 경화 조성물을 각각 제조하였다. 각 조성물을 알루미늄 
시험판 위에 5μ의 두께로 코우팅 하고 코우팅면으로 부터 8 cm 떨어진 거리에 설치한 고압 수은등 (80 W/cm) 으로 
자외선 조사를 하여 코우팅물을 경화시켰다. 제조된 조성물을 투명성, 저장 안정성, 고화촉감, 경화 도막의 광택 및 냄
새 등에 대하여 시험하였다. 그 결과는 표 1 과 표 2 에 나와 있다.

시험 방법 :
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투명성 : 조성물의 투명성을 육안으로 평가하였다.

    : 완전히 투명함.

    : 약간 흐림.

× : 흐림.

×× : 각 성분으로 즉시 분리됨.

저장 안정성 : 조성물을 40℃ 에서 3 개월간 저장하여 그 안정성을 조사하였다.

    : 변화없음.

    : 약간 점착성 있음.

× : 겔화하였음.

고화촉감 : 코우팅물이 고화촉감 상태에 도달하는데 소요되는 조사량(照射量) (mJ/cm 2 ) 을 측정하여 결정하였다.

광택 : 코우팅물이 고화촉감 상태에 도달하는데 소요되는 량 (mJ/cm 2 ) 의 자외선을 코우팅물에 조사하여 경화된 코우
팅물의 표면을 육안으로 판정하였다.

    : 광택 양호.

    : 다소 흐림.

× : 무광택.

냄새 : 코우팅물의 표면을 1000 mJ/cm 2의 자외선을 조사하여 경화된 코우팅물의 표면의 냄새를 조사하였다.

    : 냄새 없음.

    : 냄새 약간 있음.
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× : 냄새가 상당히 있음.

××: 냄새가 많음.

표 1 과 표 2 의 결과로 부터 알 수 있는 바와 같이 본 발명의 광중합 반응 개시제를 함유한 조성물들은 혼화성, 투명성 
및 경화성이 우수하며 경화된 코우팅물의 광택이 우수하고 냄새가 거의 없으며 금속에 대한 접착성도 우수하다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.

아래의 일반 구조식 (1)로 나타내어지는 오늄염 :
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[위의 식에서 Ar은 1 가 내지 4 가의 방향족 그룹이고, X는 치환기를 가져도 좋은 비스페닐술포니오 그룹이며, a 는 1 
~ 2, b 는 0 또는 1, a + b 는 1 ~ 2, n 은 1 ~ 2, 그리고 Z 는 아래의 일반식 (3)으로 나타내어지는 할로겐화물이다 
;

(위의 식에서 M 은 붕소 원자, 인 원자, 비소 원자 또는 안티몬 원자이고, Q 는 할로겐 원자, m 은 3 ~ 6 이고,     은 
0 또는 1 이며, m +     은 4 ~ 6 이다)].

청구항 2.

제 1 항에 있어서, 아래와 같이 정의되는 오늄염 :

Ar 은 아래의 방향족 그룹들이고,

[이들 방향족 그룹들은 (C1-C5 ) 알킬 그룹, (C 1-C5 ) 알킬옥시카르보닐 그룹 및 할로겐 원자중에서 선택되는 적어도 
하나의 치환기를 가져도 좋음] ;

치환기를 가져도 좋은 비스페닐술포니오 그룹은 아래의 구조식 (2) 으로 나타내어지는 그룹이며,

[위의 식에서 R1-R10 각각은 수소 원자, 할로겐 원자, 알킬 그룹, 적어도 하나의 히드록실 그룹을 가진 C 1-C5지방족 
그룹이다.] ;

a 는 1 ~ 2 ; b 는 0 또는 1 ; a + b 는 1 ~ 2 ; n 은 1 ~ 2 ; 및 Z 는 아래의 식 (3) 으로 나타내어지는 할로겐화물
이다.

(위의 식에서 M 은 붕소 원자, 인 원자, 비소 원자 또는 안티몬 원자이고, Q 는 할로겐 원자이며, m 은 3 ~ 6,     은 0 
또는 1 이고, 그리고 m +     은 4 ~ 6 이다).
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청구항 3.

제 2 항에 있어서, Ar 은       이고, R1-R10 은 각각 수소 원자, 할로겐 원자, 또는 (C 1-C5 ) 알킬 그룹이며, M 은 인 
원자 또는 안티몬 원자인 오늄염.

청구항 4.

제 3 항에 있어서, R 1-R5중의 최소한 하나가 할로겐 원자이고 나머지는 수소 원자이며, R6-R10 중의 최소한 하나가 
할로겐 원자이고, R6-R10 의 나머지는 수소 원자인 오늄염.

청구항 5.

제 2 항에 있어서, Ar 은           이고, R3과 R8은 할로겐 원자이며, R1 , R2 , R4-R7 , R9및 R10 은 수소 원자이고, a 
는 2, b 는 0, n 은 2, M 은 인 원자 또는 안티몬 원자, m 은 6, 그리고     은 0 인 오늄염.

청구항 6.

제 5 항에 있어서, 할로겐 원자가 플루오르 원자인 오늄염.

청구항 7.

아래의 구조식으로 나타내어지는 오늄염.

청구항 8.

아래의 구조식으로 나타내어지는 오늄염.
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청구항 9.

제 1 항 내지 제 8 항의 오늄염을 활성 성분으로 함유하는 광중합 반응 개시제.

청구항 10.

양이온 중합물질과 제 1 항 내지 제 8 항의 오늄염을 함유하는 에너지선 경화 조성물.

청구항 11.

제 10 항에 있어서, 양이온 중합물질이 에폭시 화합물, 비닐 에테르 화합물 또는 지환식 에테르 화합물인 조성물.

청구항 12.

제 11 항에 있어서, 에폭시 화합물이 지환식 에폭시 수지인 조성물.

청구항 13.

제 11 항에 있어서, 비닐 에테르 화합물이 트리에틸렌 글리콜 디비닐 에테르, 테트라에틸렌 글리콜 디비닐 에테르, 시
클로헥산-1,4-디메틸롤디비닐 에테르, 1,4-부탄디올디비닐 에테르,                                                       ,                                               
또는 우레탄 폴리비닐 에테르인 조성물.

청구항 14.

제 10 항에 있어서, 오늄염이 제 7 항 또는 제 8 항의 오늄염인 조성물.

청구항 15.

제 10 항에 있어서, 에너지선이 자외선인 조성물.

청구항 16.
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제 10 항에 있어서, 양이온 중합물질 100 중량부와 오늄염 0.01 ~ 20 중량부를 함유하는 조성물.

청구항 17.

지환식 에폭시 수지 100 중량부와 제 7 항 또는 제 8 항의 오늄염 0.1 ~ 10 중량부를 함유하는 자외선 경화 조성물.

청구항 18.

비닐 에테르 화합물 100 중량부와 제 7 항 또는 제 8 항의 오늄염 0.1 ~ 10 중량부를 함유하는 자외선 경화 조성물.

청구항 19.

제 18 항에 있어서, 비닐 에테르 화합물이 트리에틸렌 글리콜 디비닐 에테르, 테트라에틸렌 글리콜 디비닐 에테르, 시
클로헥산-1,4-디메틸톨디비닐 에테르, 1,4-부탄디올디비닐 에테르,                                                                                                      
또는 우레탄 폴리비닐 에테르인 조성물.

청구항 20.

제 10 항 내지 제 19 항의 조성물의 경화물.

청구항 21.

조성물에 자외선을 조사하는 제 10 항 내지 제 19 항의 조성물의 경화 방법.
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